
















バイス材料 として注目されている｡ しか し､焼結法では一般に2000K以上の




本研究では､表面反応律速頒城 となる条件において､メチル ･トリクロロ ･シ
ラン (MTS)及びジメチ/レ･ジクロロ ･シラン くDDS)を用い､その蒸気圧
を制御 しなが ら水素中で遺元することにより､生成物中のシ リコン ･カーバイド







C層の界面の化学組成 を調べ るために二次イオ ン質量分析 とオージェ電子分光の
同時分析を行なった結果､膜の組成は界面でSiの場合約 1400A､グラファ
イ トの場合約 1000Aの厚 さでなだらかに変化 しているものが観測された｡
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